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Топологические изоляторы — популярная тема для исследований в последние годы. Будучи изоляторами в объеме и проводниками на поверхности, они могут быть использованы для исследования поверхностных свойств, например, поиска аксионных состояний [3], [5].
MnSb2Te4 (MST) — магнитный топологический изолятор, изоструктурный наиболее исследованному MnBi2Te4 (гексагональная кристаллическая решетка), в то же время обладающий рядом преимуществ в сравнении с последним. Например, более низкими характерными магнитными полями [4], позволяющими легче менять его состояние. Благодаря этому, MST — перспективный объект для изучения. В рамках этой работы мы исследуем свойства магнитной анизотропии образца MST с характерными размерами .
Согласно работе [2], в зависимости от концентрации марганца значительно меняются магнитные свойства кристаллических образцов: понижение содержания марганца приводит к переходу от ферромагнитного упорядочения к антиферромагнитному. Для исследования с использованием модифицированного метода Бриджмена [1] был изготовлен образец MST со стехиометрией, близкой к структурной (Mn:Sb:Te = 0,97:2,03:4). В ходе работы изучались спектры (см. рис. 1) ферромагнитного резонанса при разных температурах. Определенные по ФМР-спектрам поля магнитной анизотропии в зависимости от температуры отложены на рис. 2. Температура Кюри , определенная с помощью линейной экстраполяции, согласуется с результатами из работы [2]. 
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Рис. 1. Зависимость величины поглощения от частоты подаваемого сигнала  и внешнего постоянного магнитного поля , приложенного перпендикулярно плоскости образца (слева) и в плоскости образца (справа). Температура 
При всех температурах на спектре поглощения в перпендикулярном поле наблюдался горизонтальный участок, который может быть связан с переориентацией доменов в образце.
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Рис. 2. Зависимость эффективных полей анизотропии от температуры. Величины определены в перпендикулярном (круги, сплошная линия) и продольном (треугольники, пунктир) магнитных полях. 
Расхождение в значениях полей анизотропии, определенных при разных направлениях приложения внешнего магнитного поля, связано с необходимостью учета нескольких слагаемых одноосной магнитной кристаллографической анизотропии:
 
где  — константы анизотропии;  — отношение проекции вектора намагниченности на ось анизотропии к его модулю. Отсюда следует, что полученные поля соответствуют разным константам анизотропии:

Проведенные исследования позволяют подтвердить ферромагнитные свойства MST в стандартной стехиометрии. Определенные значения постоянных анизотропии при разных температурах необходимы для дальнейших исследований магнитных и топологических свойств материала, например методом микромагнитного. 
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